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E-Feld-MeBgerat

In drei MeBbereichen kénnen mit diesem neuen E-Feld-MeBgerét
elektrische Wechselfelder zwischen 1V/m bis 1000V/m gemessen werden. Die
Angabe des MeBwertes erfolgt durch eine LED-Leuchtpunktanzeige.

Allgemeines

Nachdem im ,,ELVjournal 3/97” ein
H-Feld-MeBgerit zur Ortung von magne-
tischen Wechselfeldern vorgestellt wurde,
ist das hier vorgestellte MeBgerit fiir elek-
trische Felder ausgelegt.

Elektrische Felder konnen ebenso wie
magnetische Felder beim Menschen ge-
sundheitliche Schidden hervorrufen. Um-
stritten ist jedoch, wo der untere Grenzwert
anzusetzen ist.

Im Gegensatz zum magnetischen Feld
sind fiir die Entstehung eines elektrischen
Feldes kein flieBender Strom, sondern nur
unterschiedliche Spannungspotentiale ver-
antwortlich. D. h. wo eine Leitung liegt,
entsteht ein elektrisches Feld, egal ob ein
Verbraucher angeschlossen ist oder nicht.
Fiir die Entstehung solcher Felder konnen

ELVjournal 4/97

sowohl Gleich- als auch Wechselspannun-
gen ursichlich sein.

In Abbildung 1 ist ein Plattenkondensa-
tor dargestellt, an dessen beiden Platten
eine Spannungsquelle angeschlossen ist.
Zwischen den Platten entsteht ein elektri-
sches Feld, dessen Feldstirke wie folgt
definiert ist:
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elektrisches Feld (V/m)
Spannung (V)
Abstand der Platten (m)
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Wiirde z. B. der Abstand d = Im und die
Spannung U = 1V betragen, ergéibe dies
eine Feldstiarke (E) von 1 V/m.

Als Aufnehmer fiir die elektrische Feld-
grofie kann ebenfalls ein Plattenkondensa-

tor dienen. Aufgrund der Influenz weisen
die im Feld befindlichen Platten eine der
Feldstirke entsprechende Spannung auf.
Die GroBie der MeBspannung wird nur vom
Abstand der MeBplatten zueinander, nicht
aber von der Grof3e bestimmt. Theoretisch
konnen auch statische E-Felder gemessen
werden, wobei dann der Innenwiderstand
des nachfolgenden MeBverstirkers unend-

Technische Daten

Anzeige: ....... 10stellige LED-Anzeige
Anzeigebereich: ...... 1V/m bis 10 V/m
10V/m - 100 V/m

100 V/m - 1000 V/m

Frequenzbereich: .... S0Hz bis 100kHz

Spannungs-
Versorgung: ............. 9V-Blockbatterie
Stromaufnahme:........c..ccccceeennen. 25mA
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Bild 1: Platten-
kondensator mit
dem Feldverlauf
des elektrischen
Feldes
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lich hochohmig sein miifte. In der Praxis
sind fiir uns jedoch vor allem Wechselfel-
der interessant, wie sie z. B. durch 230V-
Netzleitungen oder elektrische Gerite ver-
ursacht werden.

Schaltung

Das Schaltbild des E-Feld-MeBgerites
ist in Abbildung 2 dargestellt.

Die Betriebsspannung fiir die Schaltung
lieferteine 9V-Blockbatterie und wird mit-
tels eines Schalters (S 1 A) ein- bzw. ausge-
schaltet. Die Leuchtdiode D1 zeigt den
momentanen Betriebszustand an.

Der Aufnehmer ( Sensor ) ist durch zwei
gleich grofle Leiterbahnfldchen realisiert,
die sich auf der doppelseitigen Platine ge-
geniiberliegen. Dieser Plattenkondensator
wirkt in einem elektrischen Feld wie eine
Signalquelle mit unendlich hohem Innen-
widerstand. Um den Sensor nicht zu sehr
zu belasten, sollte die nachfolgende Ver-
stiarkerschaltung einen sehr hohen FEin-
gangswiderstand aufweisen.

Als Vorverstirker kommtein Differenz-
verstiarker (IC2 A) zum Einsatz, der sich

Bild 2:
Schalt-
bild des
E-Feld-
MeBge-
rates
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besonders gut zur Verstirkung von sehr
kleinen Spannungen eignet. Ein weiterer
Vorteil ist die sehr grofe Gleichtaktunter-
driickung, die Storeinstrahlungen unter-
driickt. Um den Eingangswiderstand zu
erhohen, sind dem Differenzverstarker zwei
Spannungsfolger (IC1A und IC1B) vor-
geschaltet. Die Gesamtbelastung fiir den
Sensor betrigt 40 MQ, bedingt durch die
Widerstdnde R 16 bisR 19. Auch wenn die
gemessene Spannung relativ klein ist, ver-
hilt sie sich proportional zum wirkenden
elektrischen Feld.

Uber den Koppelelko C8 gelangt das
MefBsignal auf den Verstirker IC 2 B mit
Zusatzbeschaltung. Mittels des Umschal-
ters S 1 B, kann die Verstiarkung dieser
Stufe jeweils um den Faktor 10 verindert
werden. Hierdurch konnen drei verschie-
dene MeBbereiche gewihlt werden.

Die notwendige Gleichrichtung des Si-
gnals geschieht mit dem nachgeschalteten
Gleichrichter IC 2 C mit Zusatzbeschaltung.
Die Verwendung von Schottkydioden (D 1
und D?2) erlaubt eine Gleichrichtung von
Frequenzen bis zu 100 kHz. Der mit Hilfe
des Tiefpasses R4/C 6 gebildete arithmeti-
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sche Mittelwert der MefBspannung wird
tiber IC 3 (Pin 5) auf einer 10stelligen
LED-Skala zur Anzeige gebracht.

Die interne Spannungsreferenz von IC3
stellt zwischen den beiden Pins ,, REFOUT”
und ,,REFADJ” eine Spannung von 1,25 V
zur Verfiigung. Durch das Teilerverhiltnis
der Widerstdnde R 3 und R 2 stellt sich an
Pin 8 (REFADYJ) eine Spannung von 2,5V
ein (gemessen gegen Masse). Diese Span-
nung gelangt auf den Spannungsfolger
IC 2 D und dient der Schaltung so als Refe-
renzpegel (virtuelle Masse).

Nachbau

Auf der doppelseitigen Platine mit den
Abmessungen 108 x 53 mm istder E-Feld-
Sensor bereits integriert und vereinfacht so
den Aufbau.

Anhand der Stiickliste und des Bestiik-
kungsplans beginnen wir die Bestiickungs-
arbeiten mit dem Einsetzen der niedrigen
Bauteile (Widerstinde, Dioden usw.) ge-
folgt von den hoheren bzw. mechanischen
Bauteilen. Entsprechend dem Rastermal}
sind die Bauteile abzuwinkeln und anschlie-
Bend in die dafiir vorgesehenen Bohrungen
zu stecken.

Auf der Platinenunterseite werden die
Anschliisse verldtet und iiberstehende
Drahtenden abgeschnitten, ohne die Lot-
stelle selbst zu beschidigen. Bei den Halb-
leitern ( ICs und Dioden ) sowie den Elkos
ist unbedingt auf die richtige Einbaulage
bzw. Polung zu achten.

Die Leuchtdioden sollten einen Abstand
von 14 mm zur Platine aufweisen, so daf} die
gemessene Gesamthohe 18 mm betrégt.

Alsnichstes werden die beiden Lotstifte
und der Schiebeschalter S 1 eingesetzt, so-
S18
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:
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Fertig bestiickte Platine des E-Feld-
MeBgerates

wie der 9V-Batterieclip angeschlossen.
Hierbei ist zu beachten, dal} die rote Lei-
tung (+) mit ST 1 und die schwarze Lei-
tung (-) mit ST 2 zu verbinden ist.

Ein Abgleich der Schaltung ist nicht
erforderlich, und somitist das E-Feld-Mef3-
gerit sofort nach Fertigstellung und dem
Anschluf} einer 9V-Batterie einsatzbereit.

Bedienung

Nach dem Einschalten ist zundchst der

Stiickliste:

E-Feld-MeBgerét
Widerstédnde:
TKS oo, R1,R7, R8
2.2KQ o, R11
30K .o R3
6,8KE ..o R2
10KQ ..o, R9, R12-R15
22K oo R6
TOOKE v R5,R10
220KED ..., R4
20MQ .. R16-R19
Kondensatoren:
ATpF/KEr oo C9, C10
1000F/KET oo, C2,C3,C5
TUF/100V oo, C6
10UE/25V ..o Cl1,C4,C7,C8
Halbleiter:
TLO82 ., I1C1
TLO84 ... 1C2
IM3914 ..., 1C3
BAT43 ..., D12, D13
LED, 3mm, rot, low-current.. D1-D11
Sonstiges:
Schiebeschalter, 2 x 4 Stellung ... S1
Lotstifte mit Lotose .......... ST1, ST2

1 9V-Batterieclip

1 Knippingschraube, 2,9 x 9,5mm

1 Softline-Gehéuse, bedruckt und ge-
bohrt, grau

empfindlichste Bereich (x1) zu wihlen.
Sobald ein Uberlauf des MeBbereiches er-
folgt (oberste LED leuchtet), wird in den
nichst hoheren Bereich umgeschaltet.
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Bestiickungsplan des E-Feld-
MeBgerétes

Da der Sensor eine Richtwirkung auf-
weist, ist zur Ermittlung des Maximalwer-
tes das MeBgeridt um die Lingsachse zu
drehen, bis das Maximum angezeigt wird.
Weiterhin ist zu beachten, daf ein elektri-
sches Feld auch durch den menschlichen
Korper beeinfluflt (,,verbogen”) wird und
somit eine Verfilschung des MeBergeb-
nisses eintritt. Gegebenenfalls ist das Mef3-
gerit aus der Hand zu legen, um somit eine
Beeinflussung durch die menschliche Hand
zu umgehen.

Belichtungsvorgang

vorlagen gehen Sie bitte wie folgt vor:

mit einem UV-Belichtungsgert).

Zur Erzielung einer optimalen Qualitdt und Konturenschérfe
bei der Herstellung von Leiterplatten mit den ELV-Platinen-

1. Die transparente Platinenvorlage so auf die fotopositiv
beschichtete Platine legen, daf3 die bedruckte Seite zur
Leiterplatte hinweist, d. h. die auf der Vorlage aufge-
druckte Zahl ist lesbar (nicht seitenverkehrt).

2. Glasscheibe dariiberlegen, damit sich ein direkter Kontakt
zwischen Platinenvorlage und Leiterplatte ergibt.

3. Belichtungszeit: 3 Minuten (1,5 bis 10 Minuten mit
300Watt-UV-Lampe bei einem Abstand von 30 cm oder

9741426A

9741427A

9741428A

9741429A

9741431AL+B

9741432A

Achtung:

heits- und VDE-Bestimmungen.

absolut beriihrungssicher sind.

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausitzen die Sicher-

Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefihr-
lich. Bitte lassen Sie unbedingt die nétige Vorsicht walten und
achten Sie sorgfiltig darauf, dal spannungsfiihrende Teile

9741433A

9741440A

9741441A

I’C-Tastatur-Board
Sensor-Taste
Mikrofonaufschaltung
12V-Schnelladegerat
E-Feld-MeBgerat
Entstorfilter fiir Modellbau
Universal-Filterschaltungen
60W-Audioverstarker

NF-Signalgenerator
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